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Indium tin oxide and activated carbon were mixed and heated to 927 oC in a nitrogen flow from the top. 
After heating, crystals containing indium were formed on the YSZ substrate at the lower position at 200 oC.  It 
was confirmed that indium was recovered in the form of indium compound from an indium tin oxide. 
The mixed powder of gallium nitride and activated carbon was placed in the reaction tube (Tamman tube 
with a hole at the bottom) and heated to 1150 oC in a nitrogen flow from the bottom. After heating, the 
needle-shaped crystals were formed on the gallium oxide substrate at the upper position at 600 oC in the 
reaction tube. Gallium and oxygen were detected in the crystals. It was confirmed that gallium was recovered in 
the form of gallium oxide crystals from a mixture of gallium nitride and activated carbon. 




































った．ITO と活性炭素の混合試料を 0.5 g タンマン管に充
填して，炉内 927℃の位置に設置した．イットリア安定
化ジルコニア(YSZ)焼結体の回収基板を，炉内下部の
200℃の位置に設置し，99.995%窒素ガスを 100 ml/min の




光法(XPS) ，エネルギー分散型 X 線分析(EDS)で評価し
た． 
（２）GaN の炭素熱還元-酸化実験 
Fig. 1 に示す縦型管状炉内の反応管により GaN の炭素
熱還元-酸化実験を行った．GaN と活性炭素の混合試料を
0.20 g 秤量し，反応管(底に直径約 7 mm の穴をあけたア
ルミナ管)につめて設置した．酸化ガリウム焼結体を回収
基板として 600℃の位置につるした．電気炉は昇温速度
400℃/h で 1150℃まで昇温し 2.5 h 保持した．反応管の下









熱処理後の YSZ 回収基板における XPS スペクトルか
ら得られた原子存在比では，In が 20 mol％と高濃度であ





Fig. 2 の SEM 像によると棚田のように 3 次元的に膜が
生成していた．また特性 X 線像では，結晶の間隙の部分











g であり，ガリウム原子としての収率は約 2%であった． 
 
４． 結言 







状であり，約 2%の収率を得ることができた．  
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Fig. 3 SEM image and EDS spectrum for the surface 
of the Ga2O3 substrate after the experiment. 
Fig. 2 SEM image and EDS map for the surface of YSZ 
substrate after carbothrmal reduction and oxidation. 
